28.03.2012

Teil 1:
Photoemissionspektroskopie

Photoemission

Heinrich Hertz 1857 — 1894 Albert Einstein 1879 — 1955

Ultraviolettes Licht und electrische Entladung. 983

X1V. Ueber einen Einfluss des ultravioletten
Lichtes auf die electrische Entladung;
von H. Hertz.

(Hierzu Taf. Y11 Fig. 8—11.)

In einer Reihe von Versuchen, welche ich fiber die
R heinungen zwisch selr schuellen electrischen
Schwingungen angestellt und kiirzlich verdffentlicht habe?),
wurden durch dieselbe Entladung eines Inductoriums, also
genau gleichzeitig, zwei electrische Funken erregt. Der eine
derselben, der Funke A, war der Kntladungsfunke des In-

Prozess der Photoemission
1887 — Heinrich Rudolf Hertz
1905 — Albert Einstein

§ 8. Uber die Erzeugung von K hlen durch
fester Kd&rper.

Die itbliche, Auffassung, daB die Energie des Lichtes
kontinuierlich iiber den durchstrablten Raum verteilt sei, findet
bei dem Versuch, die lichtelektrischen Erschei zZu er-
Kliren, besonders groBe Schwierigkeiten, welche in einer bahn-
brechenden Arbeit von Hrn. Lenard dargelegt sind.”)

Nach der Auffz daB das err: de Licht aus Energie-
quanten von der Energie (R/N)f» bestehe, laBt sich die Er-
zeugung von Kathodenstrahlen durch Licht folgendermaBen

ff In die oberflichliche Schicht des Korpers dringen
Energiequanten ein, und deren Energie verwandelt sich wenig-
stens zum Teil in kinetische Energie von Elektronen. Die
einfachste Vorstellung ist die, daB ein Lichtquant seine ganze
Energie an ein einziges Elektron abgibt; wir wollen annehmen,
daB dies vorkomme. Es soll jedoch nicht ausgeschlossen sein,
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Photoemission

HANDBOOK OF X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY
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Chemical Shift

Intensity [a.u.]
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Quantifizierung

l;, =no;AK cos(6) lotensiy

Peak Area

Kinetic Eneray

Intensitat (Flache unter Spektrum)

atomische Konzentration

photoelektronische cross-section (berechnet)

inelastic mean free path of a photoelectron (berechnet)
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Angle-Resolved XPS
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Angle-Resolved XPS
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Untersuchung von Size-Effects mittels XPS

Anderung in Bindungsenergie
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H.-G. Boyen et al in Phys. Rev. Lett. (2005) 016804.

H.-G. Boyen et al in Phys. Rev. Lett. (2001) 276401.

Untersuchung von Size-Effects mittels XPS

COUNTING RATE (arb units)

BINDING ENERGY (eV]

—

COUNTING RATE (arb. units)

i o)

H (b}
tc)
)
Bbadi

4 2
BINDING ENERGY (eV}

Bedeckung: a) bulk b) 1x10% ¢) 2.5x10%* atoms/cm?

G.K. Wertheim et al in Phys. Rev. B 33 (1986) 5384.

Bedeckung: a) bulk b) 4x10%5 ¢) 1x10%5
d) 3x10%* atoms/cm? 16

28.03.2012



Instrumentation
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X-Ray Quelle
Cooling water X-ray lines
o Line Energy, eV Width, eV
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Zr M{ 151.4 0.77
. NbM{ 1714 121
Filoment 1 = Filament 2 Mo M{ 192.3 1.53
TiLa 395.3 30
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/ Ni Lz 851.5 25
bzt / Culg 9207 38
(5)  Anode face 1 Anode face 2 Mg Kz 1253.6 0.7
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Concentric Hemispherical Analyzer (CHA)
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System
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Teil 2:
Auger Spektroskopie
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X-Ray Bezeichnungen

Quantum numbers

Spectroscopic

n [ j X-ray suffix X-ray level level
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Auger-Meitner Effekt

e Auger-Meitner Effekt ist ein
strahlungsloser Ubergang eines
Elektrons, in der Elektronenhtille
eines Atoms

e Entdeckt durch P. Auger (1926) und
L. Meitner (1922)

Pierre Auger 1889 — 1993 Lisa Meitner 1878 — 1968
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Auger Series
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Quantifizierung: Sensitivity Factor

RELATIVE SENSITIVITY, Sx
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Scanning AES

Secondary Electron Image
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Scanning AES
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Courtesy of Evans Analytical Group
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Cilindrical Mirror Analyser (CMA)
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Detektionslimite: Vergleich

ToF A TEW
SPM SIMS AES XPS TXRF SEM GDMS Raman RBS ICPMS LEXES XRR FTIR EDS SIMS STEM XRD XRF

an 1AL

IT Vil

- Sampling Volume ! - SIMS Depth Profile l ~Typical Profile Depth

typical data point)

WWW.EAGLABS.COM c@m%

| Copyrignt 82010 Evans Anayical Group, LLC - Prviedin USA- 11/108R004

Literatur

Photoelectron Spectroscopy, Principles and Applications
S. Hufner, Springer Series in Solid State Sciences 82, 1995.

Practical Surface Analysis by Auger and X-Ray Photoelectron Spectroscopy
D. Brigs and M.P. Seah, John Wiley, 1983.

Handbook of Auger Electron Spectroscopy
A. W. Childs and others, Physical Electronics Publishing, 1995.

Methods of Surface Analysis
A. W. Czandera and S. P. Wolsky, Elsevier 1988.

Surface Characterization
G. E. McGuire and otheres, Analytical Chemistry 65 (1995) 199R.

38

28.03.2012

19



